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Sposéb otrzymywania monokrysztatéw galu
o okreslonym ksztalcie i orientacji krystalograficzne;j

Przedmiotem wynalazku jest otrzymywanie monokryszttéw galu o okre§lonym ksztalcie i
orientacji krystalograficznej stuzacych przede wszystkim jako modelowy obiekt w badaniach
zaleznosci pomigdzy strukturg z whasciwo$ciami fizyko-chemicznymi ciat statych.

Dotychczasowe metody otrzymywania monokrysztaldw metali pozwalaja otrzymywaé te
monokrysztaty gléwnie w ksztatcie cylindrycznym. Monokrysztaly o takim ksztalcie nie s3 jednak
wykorzystywane w praktyce lecz s3 one cigte mechanicznie badzZ elektroiskrowo, a nastgpnie
polerowane chemicznie. Proces ten jest ktopotliwy i dtugotrwaty, a w przypadku monokrysztatéw
galu nie jest mozliwy do zastosowania, gdyz ze wzglgdu na niska temperaturg topnienia to jest
29,73°C, ulega on nadtopieniu zaréwno podczas cigcia jak i polerowania.

Znane s3 z patentéw 94 714 i 58 992 sposoby wytwarzania zorientowanych monokrysztatow
aluminium i miedzi, o réznych ksztattach w zaleznoéci od ksztaltu tygla, metoda krystalizacji
zarodkowej. Sposoby te nie moga by¢ zastosowane do otrzymywania ptytkowych bardzo cienkich
monokrysztatdw galu o grubosci od 0,1 do 1 mm, charakteryzujgcych si¢ wysokim stopniem
doskonalo$ci struktury wewngtrznej, przede wszystkim po pierwsze dlatego, ze stopiony gal nie
wypelni szczelin (od 0,1 do 1 mm) migdzy ptytami na zasadzie naczyn potaczonych (opis nr 58 992)
bo uniemozliwig to sity napigcia powierzchniowego. Po drugie dlatego, ze uklad ptyt grafitowych
ulegiby zniszczeniu w wyniku wzrostu objgtosci krystalizujacego galu, badzZ tez same monokrysz-
taly galu ulegly by silnemu zdeformowaniu.

Celem wynalazku jest uniknigcie powyzszych trudno$ci w sposobie otrzymywania monokrysz-
taléw galu oraz ustalenie takiego post¢powania, ktére umozliwitoby w jednym procesie fizyko-
chemicznym uzyska¢ monokrysztat galu o okre§lonym ksztalcie, o z géry zadanej orientacji
krystalograficzne;.

Cel ten udato si¢ z powodzeniem osiagnac dzigki zastosowaniu sposobu, ktdry jest przedmio-
tem niniejszego wynalazku. Sposéb wedtug wynalazku ogélnie polega na odpowiednim prowadze-
niu w pierwszej fazie procesu otrzymywania monokrysztatu zarodka, a w drugiej na zachowaniu
wlasciwych warunkéw przy przenoszeniu ustalonej orientacji zarodka na ciekly gal.



2 129599

Istota wynalazku polega na tym, ze w pierwszej fazie zarodek umieszcza si¢ w krystalizatorze,
przesuwa wzdtuz dwéch wzajemnie prostopadtych kierunkdw i jednocze$nie obraca wokot dwoch
wzajemnie prostopadtych osi obrotu, a w drugiej fazie zarodek zanurza si¢ w stopionym galu
umieszczonym w teflonowym tygielku przy zachowaniu w obszarze tego zanurzenia temperatury
nizszej od temperatury topnienia.

Przedstawiony spos6b umozliwia w prosty, tani i dokladny sposob przeniesienie orientacji
zarodka na monokrysztal w procesie seryjnym dla zaspokojenia wigkszych potrzeb naukowych i
przemystowych bez stosowania skomplikowanych i drogich sposobéw preparatyki monokryszta-
tow.

Przyktad. Sposéb otrzymywania monokrysztaléw galu o okres§lonym ksztalcie i zadanej
orientacji realizowany jest za pomoca urzadzenia zwanego krystalizatorem. Krystalizator sktada
si¢ z uchwytu zarodka pozwalajacego ustawi¢ ten zarodek w dowolnym potozeniu tygla oraz
znajdujacych si¢ pod tyglem dwdch komor, przez ktére przeptywa woda o wymaganej temperatu-
rze regulowanej za pomoca dwodch ultratermostatow. Uchwyt zarodka pozwala na dokonywanie
przesuwu zarodka wzdtuz dwdch wzajemnie prostopadtych kierunkéw jak tez obrotu tego zarodka
wokot dwéch wzajemnie prostopadtych osi obrotu, co umozliwia ustawianie zarodka w dowolnie
wybrane;j orientacji w krystalizatorze.

Uchwyt wraz z zarodkiem przenoszony jest na kamer¢ rentgenowska, na ktorej, dzigki
mozliwym obrotom, ustawiany jest w wymaganej orientacji krystalograficznej. Zorientowany
zarodek umieszcza si¢ w krystalizatorze. Przeznaczony do krystalizacji gal topiony jest w teflono-
wym tyglu, gdyz teflon jest jednym z nielicznych materiatéw, do ktdrego gal nie przywiera. Ksztatt
tygla jest taki, Ze monokrysztaly uzyskuje si¢ w formie cienkich pltytek. Ponadto konstrukcja
bocznych §cianek tygla zapobiega deformacji wywotanej wzrostem objgtosci galu podczas krystali-
zacji. Zastosowanie pod tyglem dwoch komor stwarza mozliwo$¢ utrzymywania zréznicowane;j
temperatury pomigdzy ta cz¢sécig tygla, w ktdrej krystalizacja ma by¢ zapoczatkowana,a pozostata
czescia.

Skuteczno$¢ opisanego sposobu zostata potwierdzona serig przeprowadzonych eksperymen-
tow, w wyniku ktédrych otrzymano monokrysztaly galu w ksztalcie ptytek o wymiarach
35X 5x0,Imm’ przy tym monokrysztaly te wykazaty wysoki stopieri doskonatosci struktury
wewnetrzne;.

Zastrzezenie patentowe

Sposob otrzymywania monokrysztatéw galu o okreslonym ksztatcie i orientacji krystalografi-
cznej, w ktérym w pierwszej fazie tworzy si¢ w krystalizatorze monokrysztat galu o okre§lonym
ksztalcie i przypadkowej orientacji traktujac go jako zarodek, a w drugiej fazie przenosi sig
ustalong orientacj¢ zarodka na ciekly gal, znamienny tym, ze w pierwszej fazie zarodek umieszcza
si¢ w krystalizatorze, przesuwa wzdtuz dwdch wzajemnie prostopadtych kierunkéw i jednocze$nie
obraca wok6t dwbch wzajemnie prostopadtych osi obrotu, a w drugiej fazie zarodek zanurza si¢ w
stopionym galu umieszczonym w teflonowym tygielku przy zachowaniu w obszarze tego zanurze-
nia temperatury nizszej od temperatury topnienia.

Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naktad 100 egz.
Cena 100 zt



	PL129599B2
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


